




































図 1: 円盤状パターン領域での実験結果。(a) コントロール (3 日後), (b)












場所 rにおいて活性バクテリア密度を b(r, t),非活性バクテ
図 2: 円盤状パターン領域でのバクテリアコロニーの顕微鏡写真 (20 倍、
スケールバーは 0.05mm)。(a) コントロールフロント, (b) VA80濃い層,
(c) VA80薄い層, (d) VA80フロント。
リア密度を s(r, t)、栄養濃度を n(r, t)とする。3つの未知
変数 b(r, t), n(r, t), s(r, t) の時空間変化は次の反応拡散系
で記述される。
∂b
∂t = D∆b+ ϵg(n)b− α(b, n)b
∂n
∂t = ∆n− g(n)b
∂s













た。初期関数は b0(r) = βMe−
x2+y2





D = (0.25 − 0.25 × t
′
K )
2 とした (図 3)。ここで、t′ は現在
の時間、K は最大の時間を表す。
図 3: D = (0.25−0.25× t
′
K




































分の拡大写真, (b)二又試験管 (21日目), (c)三角フラスコ (18日目)。
3.3 数理モデル
簡単な沈殿メカニズム (2:1タイプ、A2B)を考える。
2A+B → C (1)


















2b− κ1cΘ(c− c∗)− κ2cp
∂p
∂t = κ1cΘ(c− c
∗) + κ2cp
t ∈ (t0, T ), x ∈ (0, X)
ここで、aは Aの濃度、bは B の濃度、cは C の濃度、pは
沈殿物の量、Da は aの拡散係数、Db は bの拡散係数、Dc




a(t0, x) = a0Θ(xgel − x), b(t0, x) = b0Θ(x− xgel)
c(t0, x) = 0, p(t0, x) = 0
ここで、xgel は電解質の初期状態での接合点の位置を表し、
t0 は初期時間を表す。境界値条件は Aの濃度は反応中は一









図 6: 数値シミュレーション結果 (陽的オイラー法)。 (a)1 次元 (t=0),







図 7: 数値シミュレーション結果 (有限要素法)。 (a) 比色管, (b) 試験管,
(c)二又試験管。
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